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Arehen krprde Cdon:-

Sila partikan kcrtas peperiksaan ini mengandungi ETPAT ({} muka surat bercetak scbolum

anda memulakan peperlksaan.

Kertas soalan ini mengandungi ENAil (6) soalan.

Jawab mana-mana LltA (51soalan sahaia.

Mulakan Jawapan anda bagi eetiap soalan pada muka surat yang baru'

Scmua soalan mestidijawab dalam Bahasa Malaysia.
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lal Dangan bantuan gambarajah, terangkan teknik untuk menumbuhkan

hablur tunggal GaAs dan GaP. Apakah kontaminasi utama dalam keg ini

dan bagaimanakah macalah iniboleh dikawal.

(50 markah)

tbl Terangkan dengan ringkas kaedah yang lain untuk mengeluarkan

jongkong monohablur GaAg.

(20 markeh)

Apakah kebaikan dan kcburukan menggunekan teknik zon-epung untuk

mengeluarkan semikonduktor hablur tunggal?

(30 markah)

Terangkan suatu taknik yang digunakan untuk mengcdop scmikonduktor

yang mana boleh dijalankan pada suhu bilik. Mengapakah proees ini

perlu diikuti olsh rawatian euhu tinggi? Apakah yang anda fikir bolch

dicapai dengan menjalankan rawatan ini?

(60 markah)

Terangkan perbezaan yang boleh ditemui dalam agihan julat bagi

semikonduktor barhablur den amorfos yang ditunjukkan dalam profil

ponanaman ion. Apakah yang menyebabkan porbszaan ini ber{aku?

Begaimanakah keean yang msnyababkan perbezaan ini boleh diatasi

dalam kes bahan bErhablur?

(40 markah)
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lal Ssnaraikan eebab-sebab pentingnya filem pencbat di atres

semikonduktor. Terangkan bagaimana filem silikon diokgida bolsh

ditumbuhkan escara torus ke atae substrak silikon? Pada pendapat anda

mengapakah pengoksidaan gtim berlaku pada kadar yang lebih cepat

hrbanding dengan pengokeidaan basah?

(50 markah)

Apakeh parameter yang digunakan untuk menilai lapisan berokgida?

Terangkan dengan ringkae kaedah yang digunakan untuk msnentukan

parameter ini.

(50 merkah)

Takriftan (a) epitaksifaea wap

(b) epitaksi faea cecair

Terangkan pelbagai jenis tatarajah sistem yang digunakan untuk

pertumbuhan epitaksi silikon. Apakah yang boleh dicapai dengan

mengadakan kebuk berdinding-sejuk dalam pros€B ini. Terangkan

pengubahsuaian yang dibuat kepada tatarajah eistem supaya bcroleh

keseragaman dalam lapisan yang dimendapkan.

(70 markah)

Suatu porintang ted<amil diparbuat dengan dua-langkah resapan boron

kc lapisan n. Kedalaman simpangan diukur sebagai 2.5 mm, Carikan

rintangan lapisan bagi rantau teresap yang msmpunyai kekonduksian

purata 20 (a cm)'l.

(30 markah)
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fal rcrangkan prosas mentakrif,<an rantau yang berbcza di dalam

eemikonduktor untuk pefbagai bahagian peranti.

(50 markah)

tbl $alah satu daripada ciri-ciri penting punaran ialah sifat berarah bagi

prososnya.

Bcrikan komen pada pernyataan diatras.

, (30 markah)

[cl Apakah penghadan ases bagi pengeluaran peranti semikonduktor

apabila punaran baeah digunakan.

(20 markah)

lal Apakah tujuan perlogaman dan bagaimanakah ini boleh diperolchi?

(30 markah)

tbl Apakah pendopan dan apakah yang boleh diperolehi dengan proscs ini

untuk mengeluarkan peranti semikonduktor. Terangkan kescmua tgknik

pendopan yang boleh digunakan. Perihalkan masafah-maealah yang

dihadapi dengan kaedah-kaedah mengadop dalam pengcluaran pcranti

eemikonduktor.

(70 markah)
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